
Smaltire i rifiuti 
elettronici

È stata prorogata al 31 di -
cembre 2008 l’appli cazione del
sistema di responsabilità indivi-
duale del produttore per i RAEE
provenienti da nuclei domestici
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Uno sguardo 
alla distribuzione

Abbiamo parlato con Erman-
no Maffè, amministratore delega-
to di RS Components Italia sul
ruolo della distribuzione da cata-
logo nel mercato dell’elettronica
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Tastiere industriali

Cresce la domanda di formati
personalizzati, in grado di rispon-
dere in modo ottimale alle esi-
genze di applicazioni specifiche
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È attivo il nuovo servizio
di readerservice all’indirizzo: 
www.readerservice.it
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consentendo di ottenere una
memorizzazione dei dati a
lungo termine e al contempo
un’elevata velocità di scrittura
e di cancellazione, grazie alla
‘naturale’ variazione della resi-
stenza in funzione della ten-
sione di gate. Poiché i nuovi
strati tunnel sono più sottili, la
migrazione verso i dispositivi
avanzati è più facile se si utiliz-
za una litografia di dimensioni
più fini. Toshiba ha inoltre in-
crementato la quantità di elet-
troni immagazzinati, cam-
biando il materiale della pelli-
cola di nitruro da Si3N4 a
Si9N10, un composto che con-
tiene più silicio, e ha ottimiz-
zato alcuni aspetti della strut-
tura dell’elemento di memo-
ria. Il prototipo realizzato pre-
senta un’ottima affidabilità
nell’arco di oltre 10 anni. ■

I ricercatori dell’Università
di Washington in occasio-

ne del convegno dell’Institute
of Electrical and Electronics
Engineers dello scorso gen-
naio hanno presentato un’in-
venzione che ci permetterà
una vista da Terminator: sono
riusciti a integrare un circuito
elettronico e un led nelle lenti
a contatto per creare una sor-
ta di occhio bionico con su-
pervista. Attualmente è stato
realizzato un primo prototipo
elementare, testato con suc-

cesso solo su alcuni conigli.
Gli esperti spiegano che pur
essendo ancora molto lontani
dal traguardo finale i risultati
ottenuti sono soddisfacenti.
Babak Parviz, coordinatore del
gruppo di ricerca, ha spiegato
infatti che grazie ad alcune
tecniche di lavoro in scala mi-
croscopica si è riusciti a dotare
una lente a contatto flessibile,
biologicamente sicura, di un

microchip elettronico costitui-
to da un nanostrato di metallo
(quanto un millesimo del dia-
metro di un capello umano)
montato su un substrato orga-
nico flessibile per poter essere
comodamente inserito all’in-
terno dell’occhio. L’ideatore ha
spiegato che non solo sarà
possibile utilizzare lenti a con-
tatto hi-tech per correggere e
aiutare la vista di persone ipo-

vedenti e quindi inviare diret-
tamente al cervello alcune in-
formazioni che l’occhio non ri-
esce più a percepire ma sarà
anche possibile navigare in In-
ternet. Gli esperti dicono che
potranno essere utilizzate an-
che dagli automobilisti, si avrà
una lente con un micro di -
splay dove saranno visualizza-
ti tutti i dettagli del cruscotto,
oppure dagli appassionati di
videogiochi che potranno im-
mergersi quasi completamen-
te nel mondo virtuale. ■
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Generazione futura da 10 nm
Toshiba ha annunciato lo

sviluppo di una nuova
tecnologia di stratificazione a
doppio tunnel applicabile alle
memorie da 10 nm di prossi-
ma generazione. Questa tec-
nologia di base apre la strada
alla realizzazione di elementi
di memoria con densità supe-
riore a 100 gigabit nei futuri

dispositivi da 10 nm, quattro
generazioni più avanti. La tec-
nologia è stata annunciata al-
la conferenza IEDM (Interna-
tional Electron Devices Mee-
ting) tenutasi a Washington
dove l’azienda ha spiegato di
aver sviluppato uno strato
tunnel in grado di controllare
gli elettroni in entrata e in

uscita in memorie di tipo SO-
NOS (Silicon Oxide Nitride
Oxide Semiconductor), una
struttura che confina gli elet-
troni all’interno dello strato di
nitruro dell’isolamento di ga-
te. La nuova struttura interpo-
ne uno spessore di nanocri-
stalli di silicio da 1,2 nm tra le
pellicole di ossido da 1 nm,

Occhio da ‘Terminator’
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